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Semikunden - Schaltkreis 
Standardzellen-System U1500 

Das CMOS-Standardzellenentwurfssystem gestattet die Ent¬ 
wicklung und Produktion von Semikundenschaltkreisen. Der 
Kunde entwirft selbst das Layout der integrierten Schal¬ 
tung auf der Grundlage seines Logikplane9, wobei ihm um¬ 
fangreiche Entwicklungssoftware und ein Katalog verwend¬ 
barer Grundelemente zur Verfügung 9tehen. 

Diese, vor allem bei mittelgroßen Stückzahlen ökonomische 
Form der Umsetzung der Anwenderaufgabenstellung in das 
Layout ermöglicht eine optimale Ausnutzung der Chipfläche. 
Hauptsächliche Effekte beim Anwender ergeben sich aus der 
Volumeneinsparung und der Erhöhung der Zuverlässigkeit der 
Erzeugnisse. 

Die Montage der Bauelemente erfolgt vorrangig im PCC64- 
Gehäuse. Die Belegung der Anschlüsse wird kundenspezifisch 
festgelegt. 

Die STAZ-Schaltkreise besitzen folgende allgemeingültige 
Eigenschaften: 

- Ein- und Ausgänge sind bedingt TTL-kompatibel 

- die Ausgänge können kundenspezifisch als 

- Tri-State-Ausgang 

- Two-State-Ausgang 

- bidirektionale Stufe ausgeführt werden. 

Die Funktion wird durch die Anordnung der verschiedenen, 
im Standardzellenkatalog enthaltenen funktionalen digi¬ 
talen und analogen Komponenten im Layout bestimmt. 

Bauformen 

Folgende Gehäusearten können verwendet werden: 

Gruppe Gehäuse Gehäusematerial mögliche 2 

Chip-Größe in min 


1 


DIP 16/18 Pla9t 


3X5 


2 

DIP 24/28 

Plast 

3 

X 

5 


PCC 24 





3 

DIP 40 

Plast/Keramik 

4 

X 

5 


DIP 48 

Ke ramik 





PCC 48 

Plast 





CCC 48 

Keramik 




4 

PCC 64 

Plast 

6 

X 

6 


CCC 64 

Keramik 





Für die Gehäuse PCC 48, CCC 48, PCC 64 und CCC 64 
gelten folgende Vorzugspinbelegungen für Betriebsspannung 


und 

Masse: 


c 

o 

o 



PCC 

48/CCC 

48 

PIN 

24 




U SS 

PIN 

1 

PCC 

64/CCC 

64 

u cc 

PIN 

33 




u ss 

PIN 

1 


Grenzwerte 

Alle Spannungen sind auf U SS (Masse) bezogen. Die Behand¬ 
lungsvorschriften für MOS-Bauelemente sind einzuhalten. 



u cc 

min 

max. 


Bet riebsspannung 

-0,5 

7,0 

V 

Eingangsspannung 
an allen Eingängen 

U I 

-0,5 

7.0 

V 

Ausgangsspannung 

u o 

-0,5 

7,0 

V 

Ausgangsstrom 

I o 


5 

mA 

Umgebungstempe ratur 

^a 

0 

70 

°C 

Lagerungs- Plastgehäuse v sta 

-55 

125 

0 

o C 

temperatur Keramikge¬ 
häuse 


-55 

155 

°C 

Betriebsbedingungen 

Bestriebsspannung 

U CC 

4,75 

5,25 

V 

L-Eingangsspannung 

U IL 

-0,3 

0,8 

V 

H-Eingangsspannung 

U IH 

2,4 U CC 

+ 0,3 

V 

Eingangstakt 

f 


4 

MHz 

Umgebungstemperatur 

4 

0 

70 

°C 



Semikunden-Schaltkreis 
Standardzellen-System U1500 


Kennwerte 


L-Ausgangsspannung 

H-Ausgangsspannung 

L-Leckst rom 

aller reinen Eingänge 

Eingangsleckst rom, 
bidirektionale Stufen 

Leckst rom 

der Tri-State-Aus- 
gänge 

Eingangskapazität 


OL 


0,4 

V 

'OH 

3,5 


V 

LI 


5 

F A 

Ml 


5 

yA 

M2 


5 

yA 



10 

PF 



Gegenübe r- 
stellung 

Gate-Array-System 

U 5200 

Standardzellen-System 
U 1500/U 1520 

Integrations¬ 

grad 

12 000 Transi¬ 
storen 

max. 13 000 Tran¬ 
sistoren 2 

(bei 7,5 x 7,5 min 
CSGT2s) 

Anzahl der mögl. 
verschiedenen 
Funktionselemen- 
te 

ca. 100 

ca. 40 

Layout 

für jeweiligen 
Master festgelegt 

kundenspezifisch 

Technologie 

CSGT2S 

CSGT2n (U 1500) 

CSGT2S (U 1520) 

Gatterlaufzeit 

(typ.) 

5 ns 

5 ns 

Stückzahl 

raax. 10 000 Stck/3 

. 10 000 ... 100 000 
Stck/Oahr 

Gehäuseart/Zahl 
der Anschlüsse 

PCC 64 

DIP16, DIP18, DIP24, 
DIP28, DIP 40 

PCC64, QFP 68 

Betriebsspannung 

4,75 .. 5,25 V 

4,75 ... 5,25 V 

Takt 

abhängig von kun- 
denspez. Logik 
typ. 1 ... 4 MHz 

abhängig von kunden- 
spez. Logik 
typ. 4 MHz 

TTL-Kompatibilität 
bzgl. Ein- u. ja 

Ausgang 

ja 

AufwandsVerhältnis 

bzgl. Entwurfszeit 1 : 

und Kosten 

2 
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